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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment reva par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien
P’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs 4 ce travail de révision, a I'éta-
blissement des éditions révisées et aux mises & jour peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

® Bulletin de lIa CE1

® Rapport d’activité de la CEl
Publié annuellement

® Catalogue des publications de Ia CEI

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

o IEC Bulletin

® Report on IEC Activities
Published yearly

® Catalogue of IEC Publications

Publié annuellement

Terminplogie utilisée dans la présente publication

Seuls gont définis ici les termes spéciaux se rapportant & la
présente [publication.

En ce| qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reporterg 3 la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
techniquf International (V.E.L), qui est établie sous forme de
chapitred séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'Index géné-
ral étant
peuvent Etre obtenus sur demande.

Seuls |les symboles graphiqués €
inclus dqns la présente publicatio

Le redqueil complet des symboles

Les symboles litté
font I’oljjet de la Publica

Autres
Comité
L’atte]

htion'du lecte attirée sur la page 3 de la couverture,

Published yearly

se of this publication

ferred to IEC Publi-
Vocabulary (I.LE.V.),
hapters each dealing
field;the General Index peing published as a
s, Full details of the 1.H.V. will be supplied

hical and letter symbols
Only special graphical and letter symbols are included in
this publication.

The complete series of graphical symBols approved by the
IEC is given in IEC Publication 117.

Letter symbols and other signs approyed by the IEC are
contained in IEC Publication 27.

Other IE C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back

qui énuipeére lés autres publications de la CET préparées par le cover, which lists other IEC publications igsued by the Technical
Comité rﬂummmbﬂmmmmzmn—emmmmmsmt publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
ET PRINCIPES GENERAUX DES METHODES DE MESURE

Cinqui¢me partie: Essais mécaniques et climatiques

Elle constitue les rég applicatipn des essais Mgcaniques Pvclimatiques (décrits dans la Publication 68 de 1
des dispositifs a semicpiductetss et des Citsuits intéghés,

hationaux.

Comites d’Etudes
e mesure possible

htionaux adoptent
ions nationales le
it, dans la mesure

t circuits intégrés.

CEI) au domaine

Elle résulte dgs travaux és igre 69) et poursuivis & Monte-Carlo (1970), Stockholm (1971), Munich (1973),
Ila Haye (19 5 Tuit i erits 47(Bureau Central)438, 499, 532, 556, 557, 608, 609 et [610, furent diffusés
et soumis a I'appreb deTjuillet 1972 a juillet 1976.

Les pays suiva icit Npodr (ou ont voté contre) les différents documents Bureau Centrpl selon le tableau
gi-dessous:

PSes 47(BC) 438 | 499 | 532 | 556 | 557 | 608 | 609 | 610

+ + + +

+ + + + + + + +

+ +

Australic + + + + + + +
Betgique B + + F + + + +
Canada . . . . . . . . + + + + + + + +
Danemark . . . . . . + + + + + + + +
Egypte + + +
Espagne . . . . ... ... .. ... + + + + + +

+ : vote positif — : vote négaltif.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS

OF SEMICONDUCTOR DEVICES

AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

Part 5: Mechanical and climatic test methods

FOREWORD
1) The formal decisions or agreements of the TEC on (echnical matters, prepared by Techni all the
National |[Committees having a special interest therein are represented, express, as near nsensus
of opinioj on the subjects dealt with.
2) They have the form of recommendations for international use and they are acceptcd t sense.
3) In order fo promote international unification, the IEC expresses the wig the text
of the THC recommendation for their national rules in so far as natfonal(conditions, will permjt. Any divergence petween
the IEC [recommendation and the corresponding national rules € e latter.
This standlard has been prepared b
It constitytes the rules of applicabili field of
semiconductor devices and integrated cir
It results from the work start¢d in (1973),
The Hague |(1974) and y 0, were
circulated apd submitted
The folloying countries votéd explicit below:
T 4T(G0) 438 499 532 556 557 608 609 610
Countfies —
Argen Lo A - N - + +
Austrglia N L) o\ - YL L0 + + + + + + +
Belgiuym . .~ N N_. ) - . . . ... + + + + + + + +
Canada €</ ,7 . . . .. . . . ... .. + + + + + + + +
Czechbstevaldpe———————————————— t t t t
Denmark . . . . . . ..o + + + + + + + +
Egypt. . . . . . . . .. ... + + +
Finland . . . . . . . . .. . .. ... + + + + + +
France . . . . . . . . . . .. — + — — + + — L —

-+ : positive vote — @ negative vote.
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==

TTTe—

Pays 489 38 | 499 | s32 | ss6 | 557 | 608 | 609 | 610
Etats-Unis d’Amérique + + + + + 4
Finlande + + + + + n
France + — — + + _
Isragl . + + + + + + +
Italic . + + + + + + + +
Japon + + + + + + +
Pays-Bas + + - + + + +
Pologne . + + + + +
Portugal + T +
Rovmmamie— - : : : i : + +
Royaume-Uni + + — + \( + " — +
Suede . + + + < A — -
Suisse + + + + Q N + +
Tchécoslovaquie . — + +
Turquie . S + + +
Union des Républiques

Socialistes Soviétiques XD +

: vote positil

—: vote négatif.

dure)
nent: Essai Th: Résistance a la chaleur due aux opérations de sg

imites et caractéristiques essentielles des dispositifs 4 semiconduc
-aux des méthodes de mesure. Partic 0: Généralités et terminologie.
Judtrieéme partie: Réception et fiabilité.

ymboles littéraux pour les dispositifs 4 semiconducteurs et les microcircuits int

(u bain de 260°C

udure; méthode 1.

eurs et principes

grés.
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Countries | ——m_ 11C0O) 438 | 499 | 532 | ss6 | ss7 | 608 | 609 | 610
Germany + + + + + + + +
Isracl . + + + + + + +
Ttaly + + + + + + + +
Japan . + + + + + + +
Netherlands . + + - + + + +
Poland + + + + +
Portugal + + +
Romania e + -+ + + + + + +
South Africa {Republic of) . . . + + + +
Spain, 4 + + e + -+
Swedé¢n . + + + + — \( + - —
Switzrland + + + + + < Ay +
Turkgy + + + + + R\/ +
Uniof of Soviet
Sodialist Republics . + + +{ + +
Unitgd Kingdom . + + - + + — +
Unitdd States of America + + </\\¥ + +
+ : positivq vote — : negative vote.
) The USPR National Committee objected to the tolexance of ire of 260°C in the resitance to
soldering heat test, as it preferred + 10°C.
Other I E C|publications quoted in this standard :
Publidations Nos. 68:
68-2-6:
68-2-7:
68-2-11:
68-2-13;
ciples of

L

tter Sybols for Semiconductor Devices and Integrated Microcircuits.
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DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
ET PRINCIPES GENERAUX DES METHODES DE MESURE

Cinquiéme partie: Essais mécaniques et climatiques

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES

CHAPITRE 0: GENERALITES
But

La présente norme donne la liste des méthodes d’essais apphicabl bsitifs & semi-

s dispositifs &

de la Publica-

2. Objet

vec deg/valeurs préférentielles pour les niveaux
iqucs et climatiques des dispositifs & semi-

ticuliére, cette

se mécanique,
Is et principes
R de la CEI:

D,

fnosphériques normales

Q L 41 4oy 4 4 A 41 1 d ot At A
Satr—specHcattonr—contratre,tontes e —Cpretves—Ct1es—Teprises—aevro—etre effectuées dans

les conditions atmosphériques normales de mesure:
température:
humidité relative:
pression atmosphérique:

comprise entre 15°C et 35°C;
comprise entre 45% et 75%, s’il y a lieu;
comprise entre 860 mbar et 1060 mbar.
Mais toutes les mesures électriques et les reprises suivies de mesure devront étre effectuées dans
les conditions atmosphériques suivantes:
température:
humidité relative:
pression atmosphérique:

25+5°C;
comprise entre 45% et 75%, s’il y a lieu;
comprise entre 860 mbar et 1060 mbar.
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1. Purpgse

whikh a selection may be made.

ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS
OF SEMICONDUCTOR DEVICES
AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

Part 5: Mechanical and climatic test methods

CHAPTER 0: GENERAL

his standard lists test methods applicable to semiconductor devices apd i

3

from

owever, additional test methods may be required for devicg . This
staidard has taken into account, wherever possible, IEC Publi mental
Testing Procedures.
2. Objeg
T dging
the
In case of contradicti shall
g0V
3. TemI
¢ 5, 147:
Ess keristics of Semiconductor Devices and General Principles of
Mg General and Terminology, and 148: Letter Symbols for| Semi-
coj ated Microcircuits.
4. Standard atmospheyrjc¢ conditions
ndard

T 1 1 : KAl | LT 4 1 . 11 .l 4 3
IJllleb OUICTWIST - SPCCIIITU, dil LGS dIIU TTCOUVETIUS - 5iiall U CAlTITl - UUL uiiiel st

atmospheric conditions for testing:

temperature: 15°C to 35°C;
relative humidity: 45% to 75%, where appropriate;
air pressure: 860 mbar to 1060 mbar.

All electrical measurements, as well as recoveries followed by measurements, shall, however, be
carried out under the atmospheric conditions:

temperature: 25+5°C;
relative humidity:  45% to 75%, where appropriate;
air pressure: 860 mbar to 1060 mbar.
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N

5S—Examen visuel et vérification des dimensions

SI1 L’examen visuel doit porter sur:

1

e 10 —

Les essais d’arbitrage devront étre effectués dans les conditions atmosphériques suivantes:
température: 25+1°C;
humidité relative: comprise entre 48% et 52%:;
pression atmosphérique:  comprise entre 860 mbar et 1060 mbar.

Avant d’effectuer les mesures, les échantillons devront étre laissés au repos jusqu’a ce que

léquilibre de température soit atteint. La température ambiante pendant les mesures sera notée
dans le compte rendu d’essais.

Pendant la mesure, les échantillons ne devront pas étre exposés aux courants d’air, & une lumicre
vive ou a d’autres causes qui pourraient provoquer une erreur.

b) les dommages subis par le boitier et les sorties;

¢) Taspect du boitier et des sorties.

compris entre

actéristiques a vérifier doivent étre|choisies parmi
¢ la CEI: Réception et fiabilité; elles|sont spécifiées

gmme critéres que la limite supérieure de la spécification gt/ou sa limite
griewee, 0n laisse a la discrétion du fabricant de déterminer si 'on doit faire, ou ngn, des mesures
Che i s mesures initiales devront étre effectuées si Uon utilise la valeyr initiale d’un
dispositif 1d1v1duel comme critére.

.4 Mesures devant étre effectuées pendant Uessai climatique ou mécanique
A indiquer, §’il y a lieu.
6.5 Mesures finales

Lorsque l'essai figure dans la spécification particuliére en tant que partie (sous-groupe) d’essais,
les mesures ne sont a faire qu’a la fin de la séquence. Pour certains essais, tels que la soudabilité
ou la fatigue des sorties, des dispositifs présentant un défaut électrique peuvent étre utilisés.
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5.1

5.2

53

6.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

11—

Reference tests shall be carried out under the following standard atmospheric conditions:

temperature: 25+1°C;
relative humidity: 48% to 52%:;
air pressure: 860 mbar to 1060 mbar.

Before the measurements are made, the specimens shall be stored until temperature equilibrium
is reached. The ambient temperature during the measurements shall be stated in the test report.

During measurement, the specimens shall not be exposed to draughts, illumination or other
influences likely to cause error.

Visual-mspettmn-and-vmﬁcatmn-ufdmensrm' i i i i forrs

Visugil inspection shall include :

a) the conformance and permanence of the marking (test method: un
b) Hamage to the encapsulation including the terminals;

¢ ) workmanship of the encapsulation including the terminal

Dinfensions given in the relevant specification shall be yeftified:

d at a magnification bgtween

Unlgss otherwise specified, the visual inspection o@mt
3

Elect]

For
Pul

cked shall be selected from Table I ¢f IEC
¢ specified for each device category.

Publication 147-4.

ad/or lower specification limit criteria are required only, it is| left to
anufacturer whether initial measurements are made or not. Initial m¢asure-

Medqsu¥ements monitored during environmental testing

To be stated, where appropriate.

Final measurements

When the test is called for in the relevant specification as part of a sequence (sub-group) of
tests, measurements are required only at the end of the sequence. For certain tests, such as
solderability or lead fatigue, electrically defective devices may be used.
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CHAPITRE I: ESSAIS MECANIQUES

Le choix des essais appropriés dépend du type de dispositifs et du boitier. Les essais applicables

correspondants doivent étre indiqués dans la spécification particulicre.

1. Robustesse des sorties

Référence: Publication 68-2-21 de la CE], troisiéme édition (1975): Deuxiéme partie: Essais; Essai U: Robustesse des sorties et des

dispositifs de fixation.

1.1__Tkaction

L’essai Ua; de la Publication 68-2-21 est valable pour les disp
circuits intégrés avec les modifications suivantes:

Hi.1  Modifier comme suit le paragraphe 1.5:

Mesures finales

rétrécissement

w’peut établir une relation entre les sorties méplates et les sorties rondes équivalentes, en

fucteurs et les

e la sortie ou

Hucteurs et les

Int la configuration

tilisant la formule

suivante:
Z
Z, =
. 6

ou:
a = épaisseur de la sortie méplate perpendiculaire 4 'axe du pliage
b = autre dimension de la sortie méplate rectangulaire
Z, = module d’inertie

Pour les sorties rondes, le module d’inertie est donné par la formule suivante:
nd?
Zo=—
ou: 32

d = diamétre de la sortie.
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CHAPTER 1: MECHANICAL TEST METHODS

The choice of the appropriate tests depends on the type of devices and of the encapsulation. The

relevant specification shall state which tests are applicable.

1. Robustness of terminations

Reference: 1E.C Publication 68-2-21, third edition (1975): Part 2: Tests; Test U: Robustness of Terminations and Integral Mounting

Devices.
1.1 Tensile
Test Ua,; of Publication 68-2-21 is suitable for semiconductor devices agqd integraged\ ¢ircuits
with the following amendments: ‘
1.1.1  Amend Sub-clause 1.5 to read:
Final measurements
After test, examine under 3 x to 10 x magnification.
, loosening or felative
mg
1.1.2° IA
Inf
a )| Preconditioning procedure, if any.
b )| Number of terminatiens to be tested pce.
¢ )| Applied force.
1.2 Bending
[est Ub o 1] able’for semiconductor devices and integrated circujts with
th
121 A4
N mended ohly for dual-in-line and similar packages, where the configuration of the bofly makes
122 R
N ions can be related to equivalent round leads by using the following formula
ba
2= g
where
a thickness of the strip perpendicular to the bending axis

b = other dimension of the rectangular strip
Z, = section modules

For round leads, the section modulus is given by the following formula:

o
where: Y

d = lead diameter.
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14
Norte. — Le module d'inertie est défini dans la Recommandation ISO/R 31 (1960), Troisiéme partic, point 3-17.1; on peut
trouver ces formules dans les ouvrages de mécanique.

Valeur de la force a appliquer:

TaBLEAU 111

d Dlametre Module d’inertie correspondant Force
es sorties rondes
{mm) (mm?) (N)
d<0,25 Z,<1,5%x1073 0,5
025<4d<03 15x1073<7 <26x10"3 1,25
03 <d=05 2,6x1073<Z,<12x1072 2,5
0,5 <d<08 1,2%x1072<Z,<0,5%x 107} \
0,8 <d=<1,25 0,5x107'<Z,<19%x107! 10
1,25<d 1,9x107 1< Z, <\

—_

2.3 Modifier comme suit le début du paragraphe 3.4.2.3:

Toutes les sorties situées du méme cdHté¢ du gomposantdo étre serrées au nivgau du plan de
siége ou, s’il n'est pas indiqué, en un point & ap jmyati S du scellement.|. .

a) Méthode de préconditionng
b) Nombre de so

hote du para-

ducteurs avec

mité.

13:2{/Critéres de défaut

Lors-de 'examen visuel qui suit la fin de I’épreuve, en utilisant un grossissement de 10 x a 20 x,
on considérera comme défaut du dispositif toute trace de félure autre que dans le ménisque du
scellement, de rétrécissement de la sortie ou de déplacement de la sortie par rapport au corps du

dispositif.
1.3.3  Renseignements que doit fournir la spécification particuliére

a) Méthode de préconditionnement, s’il y a lieu.
b) Nombre de sorties a essayer.

c) Sévérité: 2.
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Note. — The section modulus is defined in ISO Recommendation R31 (1960), Part 111, item 3-17.1, and the derivation of

Value of the force to be applied:

these formulac can be found in standard text books on mechanical engineering.

1.2.3  Aw
A
whe
124 In
Infg
a)
b)
c)
d)
1.3 Tors
T
1.3.1
Not
132 Fdg

ilure’criteria

TasLE 11
Diameter . .
of rolt'lllr:iel;ds Corresponding section modulus Force
(mm) (mm?) (N)
d=025 Z,<15%1073 0.5
025 d<03 15x 10737 <26x10"3 125~
0.3 <d<0.5 26x1073<Z,<1.2%1072 5
0.5 <d=<08 12x1072<Z,<05% 107!
0.8 <d=<125 05x107'<Z,<1.9x 107! 10
1.25<d 19x 1071 <Z,

Applied force.
Method require

clause 1.2@

icable only to devices with termination wires emerging from each end.

ne or,

Sub-

itions:

When examined using 10 x to 20 x magnification after removal of the stress, any evidence of
breakage, other than in the seal meniscus, loosening, or relative motion between the terminal lead
and the device body shall be considered as a device failure.

1.3.3  Information to be given in the relevant specification

a) Preconditioning procedure, if any.

b) Number of terminations to be tested.

¢)

Severity: 2.
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14  Couple

14.1 Essaide couple pour les embouts filetés

3

L’essai Ud de la Publication 68-2-21 est valable pour les dispositifs & semiconducteurs avec
les modifications suivantes:

1.4.1.1  Modifier comme suit la premiére phrase du paragraphe 5.4.2.1:

...le couple indiqué au tableau IV doit étre appliqué sans choc soit a la vis, soit a chacun des
écrous normalement montés sur chaque borne, pendant 10sa15s. ..

1.4.1.2  Ajouter, avant le tableau 1V:

L’épaisseur de la rondelle ou de la plaque métallique doit étre égale a six fois le pas nominal de
Tembout filete. Chaque picce doit etre propre et seche. La hauieur e I'ecrou dojt étre égale a

environ 0,8 fois le diamétre nominal de 'embout, comme recomm
ISO R/272.

¢ dans M\Re¢ommandation

—

4.1.3  Modifier comme suit le paragraphe 5.5 :

114.2  Essai de co
1421 O

(ui peuvent lui

a essayer une
aleur spécifiée,

Fapphicatioh cessant dés que 'une de ces conditions est atteinte.

On remettra alors la sortie dans sa position d’origine. Un couple de 1,4 x 1072 +14x107* N'm
Sera appliquc & 1a sortic 4 unc distance de 3,0 £ 0,5 mm & partr du corps ou 4 moins de 1 mm de
I'extrémité de la sortie si elle fait moins de 3 mm.

Le couple sera appliqué dans chaque sens.

Lorsqu’un composant a des sorties mises en forme prés du corps, le couple peut étre appliqué
4 3,0+0,5 mm a partir du point ol la sortie est mise en forme.

1.4.2.3 Mesures finales

Aprés I'essai, faire un examen visuel sous grossissement de 3 x a 10 x. On refusera le compo-
sant s'il y a évidence de cassure de la sortie, de rétrécissement de la sortie ou de déplacement de
la sortie par rapport au corps.
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1.4  Torque

1.4.1  Torque test for studs

Test Ud of Publication 68-2-21 is suitable for semiconductor devices with the following
amendments:

1.4.1.1 Amend the first sentence of Sub-clause 5.4.2.1 as follows:

.. .the torque given in Table IV shall be applied without shock to the screw or to each of the
nuts normally fitted to each terminal for a period of 10 sto 15 s. ..

1.4.1.2 Insert, before Table IV:

The thickness of the washer or metal plate shall be equal to nominally six thread pitches of the
stufl Al parts shall be clean and dry. [hc nut Thickiess shall be equat 1p approximately 0.8
notninal stud diameter, as recommended in ISO Recommendation R/272.

1.4.1.3 Hmend Sub-clause 5.5 to read:

,_

1414 Insert a Sub-clause 5.6 reading :

Infprmation to be given in the relevant specifi

a) |Preconditioning procedure, if any.

b) [Required severity (1 ox2).

c)
142 1Td
14.2.1
during
ins
1422
rmina-
tio ‘ ¢ twist angle reaches 30+ 10° or the specified torque is achieved, |which-
evgr condition occiyrs first. :

[hétermination is then returned to its original position. A torque of 1.4 x 1072+ 1.4 x 10[ * N'm

hl]l\ lLiod ta tlha 114 + Jdictanoa £ 201 NE oy fonn 1o | Avyr\r‘vy;flni.v‘l
S T oC AP PHCaTO e e At O~ at— a4 aISta i CC— O 0T o oot C—DOO y—Or—yv oy mm

from the end of the termination, if it is shorter than 3 mm.

The torque shall be applied in each direction.

When the component has terminations which are formed close to the body, the torque may be
applied 3.0+0.5 mm from the point where the terminations are formed.

1.4.2.3 Final measurements

After test, examine under 3 x to 10 x magnification. The component shall be rejected if there
is any evidence of termination breakage, loosening or relative motion between the termination and
the body.
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1.4.2.4  Renseignements que doit fournir la spécification particuliere

Nombre et sélection des sorties & essayer.

2. Soudure

Références: Publication 68-2-20 de la CEI, troisi¢me édition (1968): Essai T: Soudure, et Publication 68-2-20 A, premitre édition
(1970): Premier complément: Essai Th: Résistance a la chaleur duc aux opérations de soudure; méthode 1.

2.1

Soudabilité

Référence : Publication 68-2-20: Essai T.

Cet essai est valable pour les dispositifs & semiconducteurs et les circuits intégrés avec les

modifications suivantes:
ST ottt ToT Aaima-z g g

REféren

b)

Choisir I'un des essais a), b) ou ¢):

230+ 5°C et les sorties sont plongées dans le
toute autre distance spécifiée dans &ci

Note. — Lorsque la distance d’inn
défaillance peuvent étre g

ey Publication 68-2-20 A: Essai Th.

Cetessdi est valable pour les dispositifs & semiconducteurs et les circuits intégres

cations suivantes:

7 3\

€es 4 un point
o fer (mesurée
de 235+2°C,

a soudure sera
e a 1,5 mm ou
an de siege du

d’autres critéres de

e de forme A.
er au corps du
ication du fer a

b couverte d’un
ions dispersées
mouillées par

avec les modifi-

Les sorties de I'échantillon sont soumises & la méthode du bain de soudure. Lorsqu’on utilise
Pessai @) ou lessai b) du paragraphe 2.1, la température de la soudure sera de 260+ 5°C
(méthode 1 A) et les sorties y seront plongées jusqua 2 mm a 2,5 mm du corps du composant
pendant 10+ 1 s. Lorsqu’on utilise 'essai ¢) du paragraphe 2.1, la température de la soudure sera
de 350+ 10°C (méthode 1B) et les sorties y seront plongées jusqua 2 mm a 2,5 mm du corps
du composant pendant 3,5+0,5 s.

Le temps de reprise aprés I'essai ne sera pas inférieur a celui qui est nécessaire pour atteindre
Péquilibre thermique du point de référence dans les conditions de mesure. Voir la note ci-dessous.

Note. — 1l peut arriver, avec certains dispositifs & semiconducteurs, que les caractéristiques électriques nc soient stabilisées

que quelques heures aprés que Péquilibre thermique a €té atteint.
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1.42.4 Information to be given in the relevant specification

Number and selection of terminations to be tested.

2. Soldering

References: 1IEC Publication 68-2-20, Third edition (1968), Test T: Soldering, and Publication 68-2-20A, First edition (1970),
First supplement: Test Th: Resistance to Soldering Heat, Method 1.

2.1 Solderability
Reference : Publication 68-2-20: Test T.

This test is suitable for semiconductor devices and integrated circuits with the following amend-
ments:

Select Test a), or Test b) or Test ¢):

a) point
icated
solder

within 2.5 s.

b) +5°C
in the
e failure

c) rm A.
bplica-

tion from the body asspecified in the relevant specification, and the
time of soldering

Criteria for g

When obse mooth
ang ections
sug n one
arep.

2.2 Res
Reference:

This testissuitable for semiconductor devices and integrated circuits with the following dmend-

ments;
he terminals of the specimen are subjected to the solder-bath method. when test a) or

test b) of Sub-clause 2.1 is used, the solder temperature shall be 260+ 5°C (method 1A) and the
terminals are immersed to within 2 mm to 2.5 mm from the body of the component for 10+1 s.
When test ¢) of Sub-clause 2.1 is used, the solder temperature shall be 350+ 10°C (method 1B)

and the terminals are immersed to within 2 mm to 2.5 mm from the body of the component for
35+0.5s.

The recovery time after the test shall be at least that required to reach thermal equilibrium of the
reference point temperature at the measuring conditions. See note below.

Note. — 1t may occur, with some semiconductor devices, that the electrical characteristics are stabilized only some hours
after thermal equilibrium is reached.
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3. Vibrations (sinusoidales)
Référence : Publication 68-2-6 de 1a CE1, quatriéme édition (1970): Essai Fec: Vibrations (sinusoidales).
Cet essai est valable pour les dispositifs a semiconducteurs et les circuits intégrés avec les modifi-
cations suivantes:
Epreuve d’endurance par balayage en fréquence (paragraphe 5.2.2.1 de la Publication 68-2-6).
Iaccélération sera de 20 g au moins.

La gamme de fréquences s’étendra de 100 Hz a 2000 Hz, et la vitesse de variation de la fréquence
sera pratiquement logarithmique, avec une vitesse d’environ 1 octave par minute (voir le para-
graphe 3.2.4 de la Publication 68-2-6). La durée d’un cycle complet (de 100 Hz a4 2000 Hz et retour
a 100 Hz) sera d’environ 8,5 minutes.

directions tri-
spositif seront

tetemps—totaldebatayagesera—aommmmmunrde—2—h—pour chac
rectangulaires, soil un total de 6 h minimum. Le corps et les ¢
parfaitement fixés pendant I'essai.

4  Chocs

Cet essai est valable pour les dispositifs (& s¢ . les circuits infégrés avec les

Les conditions voulues sergnt choisiés
du composant et de sa construstion ¥at

Wtude de créte\ \ \Déée Forme d’onde

N
m/¥ (1500 g) 0,5 ms Demni-sinusoidd
gi\ 1,0 ms Demi-sinusoidg
2

ssous, en tenant compte de la masse

6,0 ms Demi-sinusoid

¥ trois chocs successifs, dans les deux sens des [rois axes ftri-
sorte que les imperfections aient toutes les chances fi’&tre mises en

Cet essai est valable pour les dispositifs & semiconducteurs et les circuits intégrés avec les
modifications suivantes:

Montage
En accord avec le paragraphe 3.2.1a ) de la Publication 68-2-7 (fixer & la fois le boitier et les sorties).
Mode opératoire

L’accélération sera appliquée pendant au moins 1 minute dans les deux sens des trois axes princi-
paux, sauf spécification contraire. '
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3. Vibration (sinusoidal)

Reference : TE.C Publication 68-2-6, Fourth edition (1970), Test Fc: Vibration (Sinusoidal).

This test is suitable for semiconductor devices and integrated circuits with the following amend-
ments:

Endurance conditioning by sweeping in frequency (Sub-clause 5.2.2.1 of Publication 68-2-6).

The acceleration shall be 20 g minimum.

The frequency range shall be 100 Hz to 2000 Hz, and the rate of change of frequency shall be
approximately logarithmic, with a rate of about 1 octave per minute (see Sub-clause 3.2.4 of
Publication 68-2-6). The time of one complete cycle (from 100 Hz to 2000 Hz and return to
100 Hz) shall be approximately 8.5 minutes.

o) 13443334

i IRPPY a0 1 oo ol £ tbhrag o
T R tacn—or—nroc—in

yroaHy-perpendicular
ce shalNbe \sgcurely

1o total &3 £ 1an hall Is
IV TULal il Ul DVV\J\-/PJIIE olidll Uv
origntations, or a total of 6 h minimum. The body and leads of the d
fastened during the test.

4. Shock

Reference : [EC Publication 68-2-27, Second edition (1972), Test Ea: Shock.

This test is suitable for semiconductor devices and inte } the following gmend-
mepnts:

The appropriate conditions shall he selecte king into consideratjon the

Peak amplitude Waveform
14700 /s> SOM Half-sine
4900[mys> (58Q g) Half-sine
980/ m/s 0 Half-sine

itually-

pet shocks.

(Sd

5. Accq

Reference :

This test is suitable for semiconductor devices and integrated circuits with the following amend-
ments:

Mounting
According to Sub-clause 3.2.1a) of Publication 68-2-7 (clamping both the case and the leads).

Procedure:

The acceleration shall be imposed for at least 1 minute in both directions of three major axes, unless
otherwise specified.
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Sévérités préférentielles

196000 m/s* (20000 g) pour les semiconducteurs de masse <10 g.
19600 m/s* (2000 g) pour les semiconducteurs dont la masse est comprise entre 10 g et
100 g.
4900 m/s*> (500 g) pour les semiconducteurs de masse > 100 g.

Renseignements que doit fournir la spécification particuliére
1) Sévérité.

m) Axes et sens de 'accélération.

@%
8
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T

Preferred severities
196000 m/s* (20000 g) for devices with a mass <10 g.
19600 m/s* (2000 g) for devices with a mass 10-100 g.

4900 m/s* (500 g) for devices with a mass > 100 g.
Information to be given in the relevant specification

[) Severity.

m) Axes and directions of acceleration.

@%
8
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4.

CHAPITRE II: ESSAIS CLIMATIQUES

Le choix des essais appropriés dépend du type de dispositifs et du boitier. Les essais applicables cor-
respondants doivent étre indiqués dans la spécification particuliére.

Les températures seront choisies dans la Publication 147-0.

1. Variations de température

1.1 Variations rapides de température : méthode des deux chambres

A Tétude.

1.2 Variations rapides de température: méthode des deux bains

e. Chapitre II1: Essai Nc.

Cet essai est valable pour les dispositifs a semi ; ircy 5 avec les modi-
fications suivantes:

Les dispositifs 4 semiconducteurs et les¢ikcuifs i ¢ ot Etre essayés suiyant la sévérité 1
ou la sévérité 2.

Températures supplémentaires\uréferents iquides appropriés sont choisis pdur la gamme des
températures )

—55°C/+125°C

llante).

2. Stockage (a haute température)
Référence : néant.

Cet essai est valable pour les semiconducteurs et les circuits intégrés.

Les échantillons seront stockés & la température de stockage maximale (fy,,,) indiquée dans
la spécification particuliére, pendant une durée correspondant a celle donnée dans la Publica-
tion 147-4 (paragraphe 1.2.1), sauf spécification contraire dans la spécification particuliere. Apres
I’essai, on effectuera les mesures appropriées choisies dans le tableau I de la Publication 147-4.


https://iecnorm.com/api/?name=2daba8081a3f5e315b43e9fcf0d10121

25

CHAPTER II: CLIMATIC TEST METHODS

The choice of the appropriate tests depends on the type of devices and of the encapsulation. The

relevant specification shall state which tests are applicable.

Temperatures shall be chosen from Publication 147-0.

1. Change of temperature

1.1 Rapld change of temperature : two-chamber method

Under consideration.

1.2 Rapjd change of temperature: two-bath method

Reference: [EC Publication 68-2-14, Fourth edition (1974), Test N: Change of Temperature.

Addlitional preferred temperatures ((appro

—55°C/+125°
~65°C/+150¢
—65°C/+200°

tstgmin/tstgm

mend-

hosen )

2. Storage (at high temperature)
Reference : none.

This test is suitable for semiconductor devices and integrated circuits.

The specimens shall be stored at the maximum storage temperature (fygm.,) as given in the
relevant specification for a time period corresponding to one of those given in Publication 147-4
(Sub-clause 1.2.1), unless otherwise specified in the relevant specification. After the test, the

appropriate measurements of Table I of Publication 147-4 shall be made.
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3. Basse pression atmosphérique

Référence : Publication 68-2-13 de la CEL, troisiéme édition (1966): Essai M: Basse pression atmosphérique.

Cet essai est valable pour les dispositifs & semiconducteurs et les circuits in
modifications suivantes:

Sauf spécification contraire, cet essai n’est applicable qu'aux dispositifs dont
fonctionnement sont supérieures a 1000 V.

Renseignements que doit fournir la spécification particuliére

a) Préconditionnement: néant.

b) Mesures avant épreuve: selon spécification particuliére.

tégrés avec les

les tensions de

Faiid ram b 1 Eiray 1 44 1 L0 1
C ) DCVCTILCS dPPICADICS . TU DAL, 45 THDAD O DUV HIUAT.

d) Sauf spécification contraire, la température de l’essai doit se sit

e) 1) Application de la tension maximale spécifiée aux bornes/sp
(Cest-a-dire avant diminution de la pression).
2) Durée de la basse pression: au moins 1 minute.

f) Mesures pendant ’épreuve. On contrdlera le cougal
g) Mesures apres épreuve: selon spécificatior

41 Essai accéléré de chaleur humi

A Tétude.

5t Essai continu de ¢

A Tétude

on 6822-17 de la CEL, deuxiéme édition (1968): Essai Q: Etanchéité.

N1/ Essai a la bombe

e 15°C 4 35°C.

ut de I'épreuve

(|a leffet corona

entaires.

Référence : Publication 68-2-17, chapitre IX: Essai Ql.

Cet essai est valable pour les dispositifs & semiconducteurs et les circuits intégrés avec les

modifications suivantes:

Renseignements que doit fournir la spécification particuliére

7.1b) Liquide d’essai: mélange de 95% d’alcool méthylique et de 5% d’eau, av
détergent.

7.1¢) Température du liquide d’essai: 25+ 5°C.

7.1d) Pression: 45 N/cm?.

ec addition de
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3. Low air pressure

Reference : TE C Publication 68-2-13, Third edition (1966), Test M: Low Air Pressure.
This test is suitable for semiconductor devices and integrated circuits with the following amend-
ments:
Unless otherwise specified, this test applies only to devices with working voltages greater than
1000 V.

Information to be given in the relevant specification

a) Preconditioning: nil.
b) Measurements before test: according to the relevant specification.

¢) Preferred severities: 10 mbar, 44 mbar or 600 mbar.

d) [nless otherwise specified, the test temperature shall lie within the range

e) 1) The specified maximum voltage shall be applied to specified ter of the

test (i.e. before pressure reduction starts).
D) Duration of the low pressure: 1 minute minimum.

f) Measurements during test. Additional leakage current cauge ) i tdown

g) Post-test measurements: according to the relevant sp

4. Accelgrated damp heat

Under consideration.

5. Damyp heat, steady state
Under consideratipq.
6. Damp heat, cycl@

Under consid

%,

7. Sealing

Reference:

7.1  Bomp pressure

Reference: Publication 68-2-17, Chapter IX: Test Q1.

This test is suitable for semiconductor devices and integrated circuits with the following amend-
ments:

Information to be given in the relevant specification

7.1b) Test liquid: 95% methylalcohol and 5% water mixture, with addition of a detergent.

7.1c) Temperature of the test liquid: 25 +5°C.
7.1d) Pressure: 45 Njem?.
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7.1e) Durée de I'épreuve: 16 h.
7.1f ) Liquide de nettoyage: eau désionisée.
7.1g) Reprise: comprise entre 2 jours ¢t 2 semaines.
7.2 Pénétration de colorant
Référence . néant.
Cet essai est valable pour les dispositifs & semiconducteurs et les circuits intégrés.

721 Objet

Déceler et identifier les fuites franches dans 'enveloppe de dispositifs a semiconducteurs ou de

s et gt ,
CITCOTTSTTITTCETTOST

Cet essai n’est pas destiné a essayer les dispositifs a encapsulatio

712.2  Description générale de l'essai
du dispositif.

7..3  Description du matériel d'essai

Récipient résistant a la pressign qui dot

gs faire sécher pendant au moins 1 h.

hnt provenant

cifiée pendant
ecouverts par
n ionique.

er la pression

cette période, puis rincer les dispositifs ayec un solvant

at les dispositifs transparents en recherchant les pénétrationg de colorant a
dispositifs opaques, en recherchant les exsudations de colorant.

Pénétration de colorant (dispositifs transparents) ou exsudation de colorant (dispogitifs opaques).

7.2.77 Renseignements que doit fournir la spécification particuliére

a) Solution de colorant.

b) Type de source lumineuse.

c) Pression et temps de pressurisation, 8’ils différent de 5 bar minimum et de 1 h minimum.

7.3 Détection des microfuites : méthode au krypton radioactif
Référence. néant.

Cet essai est valable pour les dispositifs & semiconducteurs et les circuits intégrés.
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7.1e) Duration of conditioning: 16 h.
7.1f ) Cleaning liquid: deionised water.
7.1g) Recovery: between 2 days and 2 weeks.

7.2 Penetrant dye

Reference: none

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.24

7.2.5

7.2.6

727

This test is suitable for semiconductor devices and integrated circuits.

Object

To detect and identify gross leaks in the encapsulation of semiconductor devices and integrated

circptts:

This test is not intended for plastic encapsulations.

Geperal description of the test

Tlhe device is exposed to a pressurized dye solution and subseq
entty of dye into the device or exudation of dye from the devige

Delcription of test apparatus

and
fluo

Procedure
The devices shall be P
5 bgr minimum for at least 1

Tlhe pressure sha

solyent suital@r

jed for a minimum period of 1 h.

Ingpection

Transparen€ de\i 2l be ally inspected for dye penetration into their interior w
opaque devices sha

I dér a magnification of 3 x to 10 x, and with a light source

IDy€ penetration (transparent devices) or dye exudation (opaque devices).

is period, then the devices washed u

nce of

ecified
ent or

red at

King a

hereas

in the

Information to be given in the relevant specification
a) Dye solution.
b) Type of light source.

¢) Pressurization pressure and time, if other than 5 bar minimum and 1 h minimum.

7.3 Fine leak detection: radioactive krypton method

Reference : none.

This test is suitable for semiconductor devices and integrated circuits.
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Objet

Déterminer le taux de fuites d’un dispositif a semiconducteurs ou d’un circuit intégré en mesurant
lc niveau de rayonnement dans le dispositif aprés que celui-ci a été mis sous pression dans une
enceinte contenant un gaz traceur radioactif convenable.

Cette méthode peut étre spécifiée dans le cas de dispositifs encapsulés hermétiquement dans
des boitiers en verre, en métal ou en céramique (ou utilisant une combinaison de ces matériaux);
elle convient pour des taux de fuites inférieurs a 10~ > bar-cm?/s.

7.3.2  Description générale

7.3.2.1 Les valeurs numériques indiquées ici sont valables pour le krypton-85 utilisé comme gaz traceur

et pour un taux de fuites limite voisin de 5x 10~ 8 bar-cm?/s. L’utilisation d’autres gaz traceurs

7.3.2.2  Appareillage

7.3.2.3  Paramétres d’activation

nécessiterait d’autres valenrs numériques

\ ctifetun élément
de comptage ayant une sensibilité suffisante pour déterpaine: 1V ?nement du gaz

L’appareillage fonctionne avec un mélange de ggaZ traceur te sec ayant une

cant de I'appareil, seront suivies pour I'ét t letfoactiomxément de Tappadeil. Les résultats

éren peu nt étre comparés avgc ceux qui l'ont
dnversion ¢ de la formule approptiée donnée dans

¢été dans des conditions pré
ces instructions.

Juation suivante

(1)

rés activation si
itue la limite de
t du composant,

tivation

e par microcurie
Cteur dépend de
la configuration du composant et des dimensions du cristal du scintillateur. |.e rendement de

"comptage est determine d’apres le paragraphe 7.3.2.4

T = temps d’imprégnation, en heures, pendant lequel des dispositifs doivent étre activés

P = P2 P ou P, est la pression absolue d’activation en bars et P; est la pression absolue interne
d’origine en bars. La pression d’activation (P,) peut étre déterminée par la spécification ou
bien, si un temps d’imprégnation convenable (T) a été déterminé, la pression d’activation (P.,)
peut étre ajustée pour satisfaire a I'équation (1)

Note.— La forme compléte de I’équation (1) contient un facteur PZ —(AP)? au numérateur qui est un facteur de correction

’ relatif 4 Paltitude au-dessus du niveau de la mer. P, est la pression absolue, en bars, au niveau de la mer et AP est
la différence de pression, en bars, entre la pression réelle au licu de essai et la pression au niveau de la mer.
Dans P'essai décrit ici, on néglige ce facteur.
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7.3.1

— 3 —

Object

To determine the leak rate of a semiconductor device or integrated circuit by measuring the
radiation level present within the device after having been pressurized in a chamber with suitable
radioactive tracer gas.

This method is intended to be specified for devices which are designed to be hermetically sealed
in glass, metal or ceramic (or combination thereof) encapsulations and is suitable for leak rates
smaller than 1072 bar-cm?/s.

732 General description

7.3.2.1 The numerical values given are applicable for krypton-85 tracer gas and for leak rate limit near

7.3.2.2 Hquipment

5% 107 ® bar-cm?®/s. The use of other tracer gases would require other numerical values.

Blquipment for this test consists of a radioactive tracer activation t§

L$alion
with sufficient sensitivity to determine the radiation level of the trage

The equipment operates with a tracer gas mixture of ith a
spedified activity (minimum: 100 pCi per cm?®) under stand

Ipstructions for the use of the leak testing equipmg of the
equipment, shall be followed in calibrating and katin i tained
under non-preferred conditions can [ ns by
conpersion through the appropriate '

. 1.3.2.3  Activation parameters

The activation press owing

equption (see note b
(1)

e ambient background after activation if the device legk rate
the reject count above the background of both the counting
ent if it has been through previous radioactive leak tests

wting efficiency of the scintillation crystal in counts per minute per one micro-
curie)of krypton-85 in the internal cavity of the specific component being evaluated. This
faetor depends upon component configuration and dimensions of the scintillation crystl. The
counting efficiency shall be determined in accordance with Sub-clause 7.3.2.4

T = soak time that the devices are to be activated, in hours

P = P2 P}, where P, is the absolute activation pressure in bars and P; is the original absolute
internal pressure of the devices in bars. The activation pressure (P.) may be established by
specification, or if a convenient soak time (7)) has been established, the activation pressure (P,)
can be adjusted to satisfy equation (1)

Note. — The complete version of equation (1) contains a factor P2~ (AP)? in the numerator which is a correction factor

for clevation above sea level. P, is the sea level absolute pressure, in bars, and AP is the difference in pressures,
in bars, between the actual pressure at the test station and sea level pressure. For purposes of this test, this factor
is neglected.
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